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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第１区分
【発行日】平成28年10月27日(2016.10.27)

【公表番号】特表2016-515990(P2016-515990A)
【公表日】平成28年6月2日(2016.6.2)
【年通号数】公開・登録公報2016-034
【出願番号】特願2015-562392(P2015-562392)
【国際特許分類】
   Ｃ０１Ｇ  19/00     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  31/072    (2012.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０１Ｇ   19/00     　　　Ａ
   Ｃ０１Ｇ   19/00     　　　Ｚ
   Ｈ０１Ｌ   31/06     ４００　

【手続補正書】
【提出日】平成28年9月7日(2016.9.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｃｕ２ＺｎＳｎＳ４ナノ粒子を製造する方法であって、
　銅前駆体、亜鉛前駆体、及びスズ前駆体を、室温乃至約２００℃の温度にてオルガノチ
オールリガンドの存在下で混合して、分散物又は溶液を形成する工程と、
　分散物又は溶液を、ナノ粒子形成を誘導するのに十分に加熱する工程と、
を含んでおり、
　亜鉛前駆体は、酢酸亜鉛（ＩＩ）である、方法。
【請求項２】
　銅前駆体は、酢酸銅、塩化銅、臭化銅、ヨウ化銅、又はアセチルアセトン銅である、請
求項１に記載の方法。
【請求項３】
　銅前駆体は、酢酸銅（Ｉ）である、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　スズ前駆体は、塩化スズ（ＩＶ）溶液、発煙性塩化スズ（ＩＶ）、酢酸スズ（ＩＶ）、
スズ（ＩＶ）ビス（アセチルアセトネート）ジクロリド、トリフェニル（トリフェニルメ
チル）スズ、又は塩化スズ（ＩＶ）五水和物である、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　スズ前駆体は、塩化スズ（ＩＶ）のジクロロメタン溶液である、請求項１に記載の方法
。
【請求項６】
　オルガノチオールリガンドは、アルカンチオール、アルケンチオール、又は芳香族チオ
ールである、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　オルガノチオールリガンドの沸点は、１９０乃至３００℃の範囲である、請求項１に記
載の方法。
【請求項８】
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　オルガノチオールリガンドは、１－ドデカンチオールである、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　ａ．銅前駆体、亜鉛前駆体、スズ前駆体、及びオルガノチオールリガンドを、第１の温
度の第１の溶媒に与えて、混合物を形成する工程と、
　ｂ．混合物を第２の温度に加熱して、第１の溶媒を蒸留する工程と、
　ｃ．混合物を第３の温度にある期間加熱して、Ｃｕ２ＺｎＳｎＳ４ナノ粒子を形成する
工程と、
を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　第１の溶媒はジクロロメタンである、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　第３の温度は１８０℃よりも高い、請求項９に記載の方法。
【請求項１２】
　第３の温度は２４０℃である、請求項９に記載の方法。
【請求項１３】
　前記期間は６０分である、請求項９に記載の方法。
【請求項１４】
　Ｃｕ２ＺｎＳｎＳ４吸収体層を製造する方法であって、
　ａ．オルガノチオールリガンドを含むＣｕ２ＺｎＳｎＳ４ナノ粒子を含むインクを基板
上に堆積させてフィルムを形成する工程と、
　ｂ．３５０℃以下の第１の温度にて、不活性雰囲気下でフィルムをアニーリングする工
程と、
を含む方法。
【請求項１５】
　ａ．第２の温度にて、第２の期間、不活性雰囲気下でアニーリングする工程と、
　ｂ．随意選択的に、第３の温度にて、第３の期間、硫黄リッチ又はセレニウムリッチな
雰囲気下でアニーリングする工程と、
をさらに含む、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　実質的に、Ｃｕ、Ｚｎ、Ｓｎ、及びＳを含む半導体材料と、半導体材料の表面に結合さ
れる易動なオルガノチオールリガンドとからなる、ナノ粒子。
【請求項１７】
　半導体材料は、Ｃｕ、Ｚｎ、Ｓｎ及びＳを含んでおり、式Ｃｕ２ＺｎＳｎＳ４を有する
、請求項１６に記載のナノ粒子。
【請求項１８】
　半導体材料の表面に結合されるオルガノチオールリガンドの少なくとも５０％は、ナノ
粒子が３５０℃に加熱されると、半導体材料の表面から解放される、請求項１６に記載の
ナノ粒子。
【請求項１９】
　易動なオルガノチオールリガンドはドデカンチオールである、請求項１６に記載のナノ
粒子。
【請求項２０】
　Ｃｕ２ＺｎＳｎＳ４ナノ粒子を製造する方法であって、
　銅前駆体、亜鉛前駆体、及びスズ前駆体を、室温乃至約２００℃の温度にてオルガノチ
オールリガンドの存在下で混合して、分散物又は溶液を形成する工程と、
　分散物又は溶液を、ナノ粒子形成を誘導するのに十分に加熱する工程と、
を含んでおり、
　スズ前駆体は、ジクロロメタンに溶けた塩化スズ（ＩＶ）である、方法。
【請求項２１】
　Ｃｕ２ＺｎＳｎＳ４ナノ粒子を製造する方法であって、
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　銅前駆体、亜鉛前駆体、及びスズ前駆体を、室温乃至約２００℃の温度にてオルガノチ
オールリガンドの存在下で混合して、分散物又は溶液を形成する工程と、
　分散物又は溶液を、ナノ粒子形成を誘導するのに十分に加熱する工程と、
を含んでおり、更に、
　ａ．銅前駆体、亜鉛前駆体、スズ前駆体及びオルガノチオールリガンドを、第１の温度
の第１の溶媒に与えて、混合物を形成する工程と、
　ｂ．混合物を第２の温度に加熱して、第１の溶媒を蒸留する工程と、
　ｃ．混合物を第３の温度にある期間加熱して、Ｃｕ２ＺｎＳｎＳ４ナノ粒子を形成する
工程と、
を含む方法。
【請求項２２】
　第１の溶媒は、ジクロロメタンである、請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
　第３の温度は、１８０℃よりも高い、請求項２１に記載の方法。
【請求項２４】
　第３の温度は、２４０℃である、請求項２１に記載の方法。
【請求項２５】
　前記期間は、６０分である、請求項２１に記載の方法。
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